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はじめに：高耐圧で立ち上がり電圧の低い GaNショットキーダイオードの開発がGaN自立基板の普

及に伴い加速している。通常、GaN自立基板はインゴットを c面でスライス、研磨することにより作製

されるため、表面加工によるスクラッチ、欠陥が導入される。ショットキーダイオードの作製には、エ

ピタキシャル層を能動層として形成する必要がある。結晶の劈開性を利用して清浄でダメージフリーな

表面を得る手法はGaAs等で報告されており[1, 2]、本研究では n-GaNの劈開面(m面)に形成したショッ

トキー接触の電気的特性の初期的な評価を行った。 

試料の作製：図 1に試料構造を示す。HVPE法によりサファイア基板上に Siドープ n-GaNを c軸方向

に成長し、c面でスライスすることにより自立基板を得た。この基板をm面で劈開し、劈開面に電子ビ

ーム蒸着法により、Niショットキー電極を形成した。劈開面は基本的には平坦であるが、ところどころ

に段差がみられた。段差の高さはレーザー顕微鏡によって測定した。 

結果と考察：図 2に典型的な I-V特性を示す。(a)順方向特性において、低電圧領域で良好な直線性が

みられる。(b)逆方向特性は印可電圧の大きさが増加するにつれて、単調に電流が増加している。図 3に

I-V特性から求めた障壁高さ、n値と電極に含まれる段差の最大高さとの関係を示す。段差の高さによら

ず、n値は 1.01から 1.04の良好な値を示し、障壁高さは 0.72-0.79 eVの値を示している。劈開法では、

段差もm面で形成されているため、特性に影響を与えないと考えられる。 
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図 1，試料の構造 

 

図 2，(a)順方向、(b)逆方向 I-V特性 

 

図 3，I-V特性から求めた障壁高さ、 

及び n値の段差の最大高さ依存性 
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